GD 130

fo Germanium-pnp-Leistungstransistor (OC 833)

Der MF-Leistungstransistor GD 130 (alte Bezeichnung OC B33) ist ein legierter
Ge-pnp-Flichentransistor.

Der Einsatz des Leistungstransistors ist vornehmlich flur 60-V-Schalter-
anwendung.

Statische Kennwerte (flir 8§, = 15°C — 5 grd)

Kollektorreststréme
—lcgo = 1epA <= 30uA bei —Uep = &Y
—lcgn = 250 pA < 1000 A bei —Uce = 6V
—lcps = 40pA < 100 A bei —Ugg = &Y
Emitterreststrom
—lgpg = 100 pA < 500 A bei —Ugg =10V
Restspannung
—Ucgp: =035V=050V bei —le= 1A
—lg = 120 mA
=l e = 1¥ bei —lc= 1A
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Mittleres Kennlinienfeld in Emitterschaltung

Gleichstromverstirkung

—lg = 4mA= SmA bei —Ic = 100 mA —leg =7V
—Ugeg = 0,30V =044V
lg = 41 mA bei —lc = 500 mA —Ueg =2V

_UBE = U.EEV-*' 070V

stark vergrofer:
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Ubergangsfrequenz

fr = 200 kHz, = 100 kHz
bei —lc =01A
il N

Paarigkeitsbedingung 2 GD 130

Die zu einem Paar zusammengesteliten Transistoren
fir Gegentakestufen sind wie folgt gewihit: Das
Verhiltnis der Basisstrome der einzelnen Transisto-
ren betrige bis zum Kellektorstrom von —lc= 1A
a1,

lea

Dabei betragt auch das Verhiltnis der Basisspannun-
gen der einzelnen Transistoren bis zum Kollektor-
strom —lc=1A

Uge1

Thet = 1.

Wirmewiderstand

Ray < 15 502 (Sperrschichtgehause)

Grenzwerte (fir i, = 45°C)

—Uepn = Gb6Y —lc=13A
—Ugpo = 10V —lg =15A
—Uggg = 58V —lg = 0,2 A
bei Rgg = 10011

y = T5°C

B, = 65°C

Bestellbezeichnung fir einen Transistor:
Transistor GD 130

1T

_IF’EP | "“'""—"“—?{-— —-ﬂ—h

000 . Fé
ﬁ- " I.r
s000 S
Vi 7.

| f; / Uy =B Y
000 7

500

1 m 0 a0 80 —= &= W0

Keollektorreststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur
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Kollektoremitterspannung als Funktion des duBleren Basis-
amitterwiderstandes
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Yerlustleistung als Funktion der Umgebungstemperatur



Anwendung

Leuchtstoffréhrentransverter

Die Vorteile der Leuchtstofflampe, ver allem ihre grofle
Wirtschaftlichkeit und hohe Lichtausbeute, lassen ihre An-
wendung auch fiir Gebiete sinnveoll erkennen, in denen
bisher Miederspannungsglihlampen eingesetzt waren, 7. B.
bel Autobussen, Lastkraftwagen, Schienenfahrzeugen und
Schiffen fir Binnenwasserfahrten.

Der Transverter gestattet den Betrieb von Leuchtstofi-
réhren z. B. an einer Autobatterie von 12V ... 24 V.
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Technische Daten

Batteriespannung ........ccccvceennens.. Up=18Y
BACCArtREErOm. i v e i 1.75A
Aufgenommene Gleichstromleistung ...... 31,3'W
Leistungsaufnahme der Lampe ........ cens  E2.20W
Gesamtwirkungsgrad .................... 639
Trale:

Eisenkern E 55 Manifer 153 (Keramische Werke
Hermsdorf)

Wi = 40 dy=07Cul Dbifilar gewickelt
W= & dy = 0,4 Cul  bifilar gewickelt
Wy = 150 dy = 0,5 Cul
W, = 17 dy = 0,4 Cul  bifilar gewickelt
We = 800 dg = 0,1 Cul

Drossel: 5 mH

LeuchtstofirShre: 20/52 (BGW Berlin)

Dimensionierung der Schaltung
Ry = 1042

Ry = 1ki2
T1=T2=1xGD130

Cy = 2uF

Fir



